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SrTiO3(STO)は 3.2eV の大きさのバンドギャップを持つ遷移金属酸化物半導体である。

STO 表面・界面系は光触媒などの実用的な観点からも注目を集めている一方、2 次元電子

ガスの形成や超伝導の発現など多彩な物性が現れることでも知られている。真空中で劈開

された STO表面[1]や水素終端された STO(001)表面[2,3]では Ti 3d t2g軌道による 2次元

金属状態の形成が報告されている。ごく最近になって Cs/STO(001)界面では Ti 3dz2軌道と

Cs 6s軌道が混成した結合性軌道が形成することで、これまでに観測報告のない eg（結合性

3dz2）軌道由来の金属状態が現れるという予想が理論計算によりなされた[4]。 

そこで本研究では、角度分解光電子分光

（ARPES）を用いて Cs/STO(001)表面の電子状

態の偏光依存性を調べた。実験はフランスの放

射光施設 SOLEILのTEMPOビームラインで行

った。バンドベンディングの量が異なる 2 つの

STO(001)清浄表面に Cs を蒸着することで金属

状態が現れ、さらに金属状態は偏光依存性を示

した。バンドベンディングの量に応じて、1つめ

の試料（sample 1）では 3dz2 軌道、もう一つの

試料（sample 2）では dxy 軌道と同定できた。

またこの 2 つの試料で観測された金属状態のフ

ェツミ波数も異なることが分かった。さらに、

sample 1では Csによる eg状態の軌道秩序が起

こるのと同時に t2g 軌道も Csによる影響を受け

るのに対し、sample 2では電荷が Csから t2g軌

道に移動することが分かった。このような Csに

よる影響の違いは理論計算では予想されていな

かったことである。 
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図 1 Cs/STO(001)の偏光依存性

ARPESスペクトル（sample 1） 
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図 2 Cs/STO(001)の偏光依存性

ARPESスペクトル（sample 2） 


